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1. 서론 

 
전자 및 디스플레이 분야에서 공정 및 소재비용을 절감

하기 위해 프린팅 공정을 통해 소자를 제작하기 위한 노력

이 지속되고 있다. 예륻 들어, 저온 동시소성 세라믹(Low 
Temperature Co-fired Ceramic) 기술을 이용한 RF 필터 [1], 
습도센서 [2], 유기 박막트랜지스터(Organic Thin Film 
Transistor) [3-5]와 같은 전자소자를 롤이나 잉크젯 프린팅을 
이용하여 제작하기 위한 연구가 활발히 전개되어 왔다.  

그러나, 기존의 포토리소그래피와 달리 액상의 잉크를 
이용한 프린팅 공정으로는 미세한 패턴을 제작하기가 용이

하지 않으며, 특히 패턴간의 정밀한 중첩이 필요한 박막트

랜지스터의 경우 중첩 오차에 의해서 소자가 동작하지 못
하는 문제가 발생할 수도 있다.  

이러한 문제점을 극복하기 위해 소수성 및 친수성 영역

으로 표면처리된 기판에서 액상잉크의 자기정렬을 통해 패
턴이 수행되는 방법에 대한 기초 연구[6]와 소자제작이 활
발히 전개되어 왔다 [7,8]. 그러나, 이와 같은 표면에너지 
패턴법은 포토리소그래피와 같은 기존 공정을 이용하여 친
수성과 소수성을 가지는 영역들을 형성하여주는 전처리를 
수반할 뿐만 아니라, Fig. 1 에 보인 바와 같이 열처리 시에 
소수성 특성을 나타내는 첨가제들이 기판의 표면으로 확산

되어 잉크를 패턴 가장자리로부터 이격(dewetting)시키는 현
상을 유발하는 문제점이 있었다. 이와 같은 잉크 이격 현
상을 이용하여 유기 박막트랜지스터의 채널길이를 줄이려

는 연구도 있으나 [9], 잉크 이격 현상은 의도된 조절이 쉽
지 않으므로 상업적으로 이용되기 힘들 수 있다는 문제점

이 있다.  
본 연구에서는 잉크의 이격문제를 발생할 수 있는 표면

에너지 패턴법을 대체하기 위해 화학마스크 템플릿을 이용

하여 실버잉크를 미세패턴하는 것에 대한 선행실험결과를 
소개하도록 한다. 
 

Fig. 1 Silver ink dewetting while cured at 210 °C for 10 min due to 
the surface diffusion of fluorinated additive, SR-220. 
 

2. 실험  
슬라이드 글라스(Ref. 10 004 12, Paul Marienfeld GmbH & 

Co. KG, Germany )에 화학마스크 템플릿을 형성하기 위해 
스핀코터 (Spin 3000A, Midas System Co., Ltd., South Korea)를 
500 rpm 으로 셋팅하여 20 초 동안 화학마스크를 도포한다. 
이후 170 °C 에서 5 분간 가열하여 도포된 화학마스크에 잔
존하는 유기용매를 제거함과 동시에 화학마스크의 유기용

매에 대한 내성을 증가시키도록 한다.  
도포된 화학마스크는 Fig. 2a 에 보인 바와 같이, 532 nm

의 파장대를 가지는 레이저(U-5G, RMI Korea Co., Seoul, 
South Korea)를 이용하여 유기 박막트랜지스터의 소스와 드
레인 전극을 패턴하여 템플릿을 제작하였다.  

유기 실버잉크(C2080402D5, Gwent Electronic Materials 
Ltd., UK)를 Fig. 2b 에 보인 바와 같이, 화학마스크 템플릿 
상에 500 rpm 으로 20 초 동안 전면 도포한 후, 제작된 샘플

들을 170 °C 에서 5 분간 건조한 후에 최종적으로 170 °C 에

서 210 °C 까지 소성온도를 바꾸어가며 10 분간 열처리를 
하였다. 제작된 샘플들은 4 포인트 프로브(Universal Probe, 
Jandel Engineering, Ltd., UK)와 소스미터(Model 2400, Keithley 
Instruments Inc., USA)를 이용하여 표면저항을 측정하였다.  

 

Fig. 2 Chemical mask template in (a) and organic silver 
compound coated on the chemical mask template in (b). 
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Fig. 3 Sheet resistance data of organic silver compound final cured 
at 210 °C for 10 min in (a) and the conjunction of the organic 
silver and chemical mask in (b). 
 

3. 결과 및 토의  
유기 실버잉크는 열처리를 가할 경우 실버를 제외한 다

른 성분들이 열분해되어 제거됨으로써 전도체로 변하는 특
성을 가진다 [10]. Fig. 3a 에 보인 바와 같이 최종소성온도가 
210 °C 일 때, 2.57±0.06 Ω/□의 표면 저항값을 보였다. 반면, 
화학마스크 상에 형성된 실버층의 표면 저항값은 Fig. 3b 에 
보인 바와 같이 6.01±1.46 MΩ/□에 이르렀다. 이는 화학마스

크 상에 형성된 실버들이 전도성 네트워크를 형성하지 못
하고 고립되어 있음을 의미한다. 따라서, Fig. 2 에 도시된 
미세패턴들 중에서 화학마스크가 제거된 곳에 적층된 유기 
실버잉크만 열처리 후에 전도성을 나타내며, 화학마스크 
상에 적층된 유기 실버잉크층은 열처리 후에 비전도성을 
나타내므로 표면에너지 패턴법을 이용하지 않고도 미세패

턴을 수행할 수 있음을 알 수 있다. 
 

4. 결론  
본 연구에서는 스핀코팅을 이용하여 화학마스크를 전면

도포하고, 레이저로 미세전극 패턴을 수행한 후, 유기 실버

잉크를 스핀코팅을 이용하여 전면 도포하였다. 210 °C 에서 
10 분간 열처리를 하였을 때, 화학마스크와 유기 실버잉크

가 접촉한 곳은 6.01±1.46 MΩ/□의 표면저항이 측정되었으

며, 레이저에 의해 화학마스크가 제거된 곳에 도포된 유기 
실버잉크는 2.57±0.06 Ω/□의 표면저항이 측정되었다. 이와 
같이, 표면에너지 패턴법을 이용하지 않고 화학마스크 템
플릿을 이용하여 미세전극패턴을 수행할 수 있음을 보였으

며, 이를 통해 소수성/친수성 표면에너지 패턴법에서의 잉
크 이격문제를 해결할 수 있음을 보였다. 
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